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【はじめに】シリコン（Si）をチャネルとしたスピントランジスタの実現を目指し，Si 中にスピ

ン流を生成，輸送させる研究が精力的に行われている[1-3]．近年，我々は縮退 Siチャネルを用い

て，スピン流の室温生成・輸送に成功し[4]， 更に非縮退 Siチャネルを用いて室温・長距離（20 m

以上）スピン輸送，バックゲートによるスピン輸送特性の変調に成功した[5]．スピントランジス

タの要素技術の確立は着実に進展しているが，実用化には磁気抵抗比の向上が喫緊の課題である．

本研究では非縮退 Siチャネルを用いたデバイスにおいて，1mV超のスピン蓄積電圧，1 Ω超のス

ピン抵抗変化を実現したので報告する． 

【実験方法】スピン輸送チャネルとして非縮退 Si on Insulator 基板（リン(P) ドープ，ND=1×10
18

 

cm
-3），スピン注入・検出電極として多結晶鉄（Fe），トンネル絶縁膜として酸化マグネシウム（MgO）

を用いた（Fig. 1(a)）．ショットキー障壁幅の低減の為，

MgO 界面近傍の Si 層にはハイドープ層（P ドープ，

ND=1×10
20 

cm
-3）を形成した．測定では電極②-③間に

電流を流し，電極②の電圧降下を測定した．当該手法

でも電極③から注入されたスピンが電極②に輸送され

たことに起因するスピン蓄積信号を検出でき，スピン

輸送特性の評価が可能であることを確認している．[6]  

【実験結果】Fig.1(b)に室温で測定した磁気抵抗効果測

定の結果を示す．明瞭な矩形信号が得られていること

が判る．スピン蓄積電圧は 1 mA 印加時に 1.5 mV以上

あり，スピン抵抗変化の大きさは 1.5 mと見積もられ

た．この結果はこれまでに報告されている半導体スピ

ンデバイスの局所磁気抵抗効果と比較して極めて大き

い．講演では巨大なスピン蓄積信号が得られた起源に

ついての検討や，非縮退 Si中におけるスピン輸送特性についても報告する． 
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Fig.1 (a) A schematic illustration of Si-based spin 

device. (b) Magnetoresistance measured at 300 K.
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